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บีโอไอหนุน ฮานา - ปตท. ผุดโรงงานชิปแห่งแรกของไทย 
ยกระดับอุตฯ เซมิคอนดักเตอร์ต้นน  า 

 
บีโอไอหนุนบริษัทร่วมทุน ฮานา - ปตท. เดินหน้าแผนลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปชนิดซิลิคอนคาร์ไบด์ 

แห่งแรกของไทย ภายในสิ นปีนี  หลังได้รับอนุมัติจากบีโอไอและออกบัตรส่งเสริมเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 ลงทุน 
เฟสแรก 11,500 ล้านบาท เริ่มผลิตภายใน 2 ปี รองรับการเติบโตของกลุ่ม Power Electronics ทั ง EV, Data 
Center และระบบกักเก็บพลังงาน ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้นน  าของไทย 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2567 ได้น าคณะลงพื้นที่จังหวัดล าพูน เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนผลิตชิป (Wafer 
Fabrication) แห่งแรกของประเทศไทย ของบริษัท เอฟทีวัน คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด ( FT1) ซึ่งเป็นการร่วมทุน
ระหว่างบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกสร์ายใหญ่ และกลุ่ม ปตท. 
หลังจากที่บีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จากนั้นบริษัทได้ด าเนินการออกบัตรส่งเสริม
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บีโอไอได้ท างานร่วมกับบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนการด าเนินการในข้ันตอน
ต่าง ๆ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโรงงาน และเตรียมเริ่มก่อสร้างโรงงานในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ จังหวัดล าพูน ภายในเดือนธันวาคมของปีนี้ โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
ประมาณ 2 ปี ก่อนจะเริ่มผลิตในช่วงไตรมาสแรกของปี 2570 

บริษัท เอฟทีวัน คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด จะจัดตั้งโรงงานผลิตชิปต้นน้ าแห่งแรกในประเทศไทย เงินลงทุน 
เฟสแรกกว่า 11,500 ล้านบาท โดยรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตชิปช้ันน าของเกาหลีใต้ เพื่อผลิตชิป 
(Wafer) ชนิดซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว โดยมีคุณสมบัติส าคัญที่แตกต่างจากชิปทั่วไปที่ผลิต
จากซิลิคอน คือ สามารถทนกระแสไฟฟ้าและความร้อนสูงได้ จึงเหมาะสมส าหรับการใช้ในอุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิสท์ี่
ควบคุมการแปลงพลังงานไฟฟ้า (Power Electronics) เช่น เครื่อง Server ใน Data Center อุปกรณ์อัดประจุ
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ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า Inverter ในยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์แปลงพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่าน้ีมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต  

เหตุผลส าคัญของการเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งของโครงการนี้ เนื่องจากข้อก าหนดหลักของลูกค้า คือ  
1) ต้องตั้งในประเทศที่มีความเป็นกลางเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ 2) มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และ  
3) มีขีดความสามารถในการขยายก าลังการผลิตในอนาคต ซึ่งประเทศไทยสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ นอกจากนี้ 
ไทยยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ไฟฟ้ามีความเสถียร มีศักยภาพด้านพลังงานสะอาด บุคลากรมีคุณภาพสงู 
มาตรการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ อุตสาหกรรมรถยนต์ EV ระบบกักเก็บพลังงาน และ Data Center ที่ก าลัง
เติบโตสูง อีกทั้งโรงงานของฮานาฯ ในไทย มีการประกอบกิจการที ่ต ่อเนื ่องจากการผลิตชิปอยู ่แล้ว 
โดยเฉพาะข้ันตอนการประกอบและทดสอบวงจรรวม (IC Assembly and Testing)     

“อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เปน็หัวใจส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเปา้หมายต่าง ๆ ในอนาคต ไม่
ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล โทรคมนาคม ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์การแพทย์  
ที่ผ่านมาบทบาทของไทยอยู่ในข้ันกลางน้ า คือ การรับจ้างประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ หรือที่เรียกว่า 
OSAT โครงการลงทุนผลิตชิปครั้งนี้ จะเป็นก้าวส าคัญที่ส่งผลต่อการยกระดับประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 
เซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ า นอกจากจะช่วยสร้างงานและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ผ่านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในไทยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเซมิคอนดักเตอร์
จากเกาหลีใต้แล้ว ยังจะส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่ซัพพลายเชนของเซมิคอนดักเตอร์  และน าไปสู่การ
พัฒนาระบบนิเวศของอิเล็กทรอนิกส์ข้ันสูง ซึ่งจะช่วยให้สามารถดึงดูดผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ช้ันน ารายอื่น ๆ ให้เข้า
มาลงทุนในไทยอีกด้วย” นายนฤตม์ กล่าว 
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